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Характерным свойством плазмы положительного столба (ПС) электроотрицательных (ЭО) газов является ее поперечное к протеканию тока расслоение на области разного ионного состава. Периферийная область («оболочка») почти не содержит отрицательных ионов (ОИ) и представляет электрон-ионную (e-i) плазму, в которой имеет место близкий к амбиполярному режим диффузии и наличие поперечного электрического поля 
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. В центральной области («сердцевине») концентрации ионов — и отрицательных 
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, т.е. плазму можно назвать ион-ионной (i-i). В ней поперечное поле 
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 мало, близко к нулю, и имеет место близкая к свободной диффузия электронов при почти плоском профиле их концентрации (см. например, [1 – 6]). 
Но в названных теоретических работах вопрос о поведении профилей концентраций заряженных частиц в «оболочке» был проанализирован лишь в пренебрежении ионной диффузией. Концентрация ОИ в «оболочке» полагалась близкой к нулю, а профиль 
[image: image6.wmf]e

n

 от стенки полагался синусоидальным (см. ниже). Целью данной работы является получение аналитических выражений, адекватно описывающих профили 
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 в «оболочке», а также толщину оболочки, в том числе и при конечной ионной диффузии. Это важно для оценок скорости ионизации и продольного поля в ПС ЭО разряда, так как эти величины определяются диффузионным уходом электронов из оболочки на стенку.
Введем следующие обозначения: 
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В отличие от сердцевины разряда, в оболочке можно принять 
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, а ввиду сильного поля там можно пренебречь ионной диффузией [1]. В [5] показано, что в оболочке 
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в плоской геометрии (ПГ). В [5] также показано, что при 
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 оболочка будет тонкой, поэтому (2) верно и для цилиндрической геометрии (ЦГ). Из (1) тогда следует 
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При 
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 границей раздела i -i и e-i– плазм [5], ибо поле 
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 уносит ОИ из оболочки в сердцевину, а обратно в отсутствие ионной диффузии они двигаться не могут.
Согласно (2) 
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 в сердцевине мало отличается от 1, и сердцевина дает основной вклад в интеграл; оболочка же тонкая. Тогда 
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Выражение (5) дает значения 
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                                                                            Таблица 1
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	1е-3
	6.15
	–5.44
	–6.14
	1.1
	0.76
	0.84
	0.72

	0.01
	7.63
	–6.77
	–7.55
	1.3
	0.86
	0.87
	0.73

	0.05
	13.65
	–12.01
	–13.0
	2.1
	0.94
	0.923
	0.75

	0.1
	20.67
	–17.12
	–18.8
	2.78
	0.97
	0.95
	0.77


Как видно из табл. 1, величина 
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 может существенно превзойти единицу. Математически это не противоречит ни уравнению для 
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что подтверждается ВЭ (см. рис. 1, а). Физически линейность 
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 в оболочке обусловлена диффузионным проникновением ОИ со стороны i-i-плазмы в оболочку и с нейтрализацией ими поля в оболочке у границы с сердцевиной, т.е. вблизи максимума синусоидальной зависимости (2) — там где поле 
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Рис. 1. Профили концентраций при 
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При 
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 формула (8) обеспечивает весьма неплохое согласие с ВЭ (см. табл. 1). Величина 
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(см. рис. 1, b). Лишь при нереально малых 
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Попадающий в оболочку поток положительных ионов нарабатывается в сердцевине: 
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